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por espectroscopia de absor¢io at omica. Os par amne-
tros de crescimento estdo sendo ajustados de modo a
otimizar o processo. Pretendemos estudar também a
correlagdo entre a diregdo de crescimento e a efici encia
na segregacgao de impurezas. Paralelamente, realizamos
experimentos para purifiagao de gdlio via refinamento
zonal. A partir de amostras com 2% de contaminagio
foi possivel alcangar, até o momento, 99,99% de pureza.
Comparagdes entre as técnicas de crescimento de cristal
e refinamento zonal serao apresentadas.
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Os cristais de halogenetos alcalinos tem sido estudados
intensamente nos ultimos anos, e tém sido produzidos
seja puros, seja com dopagens controladas, ou ainda
de forma mixta. O estudo de defeitos opticamente ati-
vos que podem ser facilmente produzidos por meio de
radiagdes ionizantes tem sido um campo de particu-
lar interesse e que se desenvolveu desde que lasers de
estado solido sintonizados puderam ser construidos ba-
seados nestes materiais. Entre os halogenetos alcali-
nos, o KCl tem sido o mais estudado, sendo o Li um
dos dopantes usualmente acrescentados. O estudo de
filmes destes materiais ‘e bastante recente, e implica
em uma analise estrutural das amostras produzidas em
funcio de parametros de crescimento (velocidade, tem-
peratura, tipo de substrato, técnica de produgio, etc...)
e tambem da possibilidade de dopar e produzir defettos
de forma controlada. Neste trabalho noés apresentamos
os resultados da produgao e caracterizagao de filmes de
KCl puros e dopados com Li. Estes filmes se apresen-
tam policristalinos, com parametros de rede igual ao
dos cristais de volume (d=3,l4A), dominios de crista-
lizagao tendo dimensGes entre 2000 e 5000 Ke os pla-
nos cristalinos organizados de forma a apresentar uma
orientacao privilegiada constituida de planos (100) pa-
ralelos & superficie do filme. A produgio de defeitos
opticamente ativos (centros de cor) foi feita com bom-
bardeamento de elétrons de baixa energia (3keV) cuja
profundiade de penetragao se limita ao filme produzido,
Foi constatada a presenca de centros caracteristicos do
KCl puro e, nos filmes dopados, centros caracterisitcos
de KCl dopado com litio (centros F4).
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Os fluoretos, devido & sua alta susceptibilidade &
hidrélise, apresentam normalmente, impurezas associ-
adas a agua. A presenca destas impurezas, mesmo

em baixas concentragdes, pode levar a uma degradagio
das propriedades épticas ¢ mecinicas dos cristais, bem
comno alterar seu comportamento na [usio (congruente e
ou incongrueite). A fim de minimizar este tipo de con-
taminagio € aconselhavel proceder 4 sintese controlada
e se necessario a purificagdo dos compostos obtidos an-
tes do processo de crescimento de cristais laser ativos.
No presente estudo, trabalhamos com duas matrizes:
LiYF4:TR (TR = Nd*", Ho** e Ti*) ¢ BaLil3:M (M
= Pb?*, Ni?t). As propriedades laser da matriz LiYFy
(YLF) dopada com elementos de terras raras sio ampla-
mente discutidas na literatura. Por outro lado, a matriz
BaLiF3 (BLF) é uma perovskita, pouco estudada do
ponto de vista de crescimento e aplicagdes dpticas; con-
tudo, investiga¢des recentes mostraram que cristais com
estrutura perovskita sao matrizes interessantes para la-
sers de estado solido. Fol realizada a sintese através do
método de hidrofluorinagio dos dxidos ou carbonatos
correspondentes e a purificagido através do método de
refino por zona dos compostos obtidos, que foram ca-
racterizados a cada etapa pelos métodos de difragdo de
raios-X, espectrometria de emissio atdmica e espectros-
copia de absorgio dptica no IR. Os resultados obtidos
sdo apresentados e discutidos para cada método de ca-
racterizagio utilizado.
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A técnica de crescimento de semicondutores por MBE
(Molecular Beam Epitaxy) consiste basicamente na in-
cidéncia de um ou mais feixes térmicos moleculares ou
atdmicos em um substrato cristalino, sob condigdo de
ultra alto vicuo (UAV). A baixa velocidade de cresci-
mento (da ordem de 1u/h) aliada & alta velocidade de
interrupgio dos feixes (0,1 s) possibilita a construgdo
de heteroestruturas com interfaces bem abruptas. O
sistema MBE do Laboratério de Novos Materiais Se-
micondutores do IFUSP, para crescimento de materi-
als do grupo III-V, possui um canhio de elétrons de
alta energia para caracteriza¢io "in situ” pela técnica
de RHEED (Reflection High Electron Energy Difrac-
tion). Das oscilagdes do feixe especular do diagrama de
difra¢io do RHEED, determinarnos as velocidades de
crescimento e as composi¢des das ligas. A partir des-
tes dados fizemos as curvas de calibragao das células
de efusdo (velocidade de crescimento x temperatura
das células) de Ga, Al, As e In. Além disso, pudemos
determinar o modo de crescimento, a rugosidade da su-
petficie e a desoxidagio do substrato ohservando as va-
riagoes da intensidade do leixe especular e dos padrées
de difragio do RHEED. A morfologia da superficie das
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